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8.1 DIP-7 #3E R~
DIP7
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L’ = Al 1] .
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NNy EER
Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol Min Max Min Max
A 3.710 5.334 0.146 0.210
A1 0.381 0.015
A2 3.175 3.600 0.125 0.142
B 0.350 0.650 0.014 0.026
B1 1.524 (BSC) 0.06 (BSC)
C 0.200 0.360 0.008 0.014
D 9,000 10.160 0.354 0.400
i 6.200 6.600 0.244 0.260
E1 7.320 7.920 0.288 0.312
e 2.540 (BSC) 0.1 (BSC)
L 2.921 3.810 0.115 0.150
E2 8.200 9.525 0.323 0.375

2018 Oz i i AR AR AL A
www.egmicro.com

8/8



	1. 特性
	2. 描述
	3. 应用领域
	4. 引脚
	4.1 引脚定义

	5. 结构框图
	6. 典型应用电路
	7. 电气特性
	7.1 极限参数
	7.2 典型参数
	7.3 特性曲线

	8. 封装尺寸
	8.1 DIP-7封装尺寸


